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L10型 FeNi 規則合金[1](L10-FeNi)は高い磁気異方性(Ku)や飽和磁化、高いキュリー温度を有して

いることから高性能なレアメタルフリー新規磁性材料として注目を集めている。これまでの研究

[2]において分子線エピタキシー(MBE)法を用いた単原子交互積層による L10-FeNi 薄膜の作製が行

われ、L10-FeNiの Kuが規則度と正の相関があることが確認されている。しかし単純な MBE法で

は高い規則度を有した L10-FeNi の作製に限界がある[2]。そこで我々は膜成長時の界面拡散を窒素

の導入によって抑えられることから原子レベルでの構造制御が期待される窒素サーファクタント

効果[3]を利用し、Cu (001)基板上に高い規則度の FeNi二原子層の成長を試みている。これまでに

MBE 法で鉄蒸着後のアニール温度が高いと基板と薄膜との間の原子拡散により、高い規則度の

FeNi二原子層が形成しないことがわかっていた。そこで、本研究では窒素サーファクタント効果

を用いて FeNi二原子層を形成し、最適なアニール条件を走査型トンネル顕微鏡(STM)および X線

光電子分光法(XPS)を用いて調べた。 

本実験では清浄化した Cu (001)基板上に作製した Ni2N原子層膜[4]上に Feを低温蒸着し、500 ℃

までのアニール処理を行い作製した。各アニール温度で、表面構造変化を STM で観察し、XPS

測定を行った。XPS測定より、300 ℃以上のアニール温度では Niが Cu (001)基板中に拡散してい

ることがわかり、それより低温でのアニールによる形成が不可欠であるといえる。そこで、低温

領域でのアニール温度とその時間を変化させて表面構造を STMで観察したところ、アニール温度

が高いほど表面構造は規則化していた。また、短時間アニール処理より長時間アニール処理の方

が規則的な構造が見られた。 
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